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Заключение
Таким образом, нам удалось синтезировать кесте-

рит Cu2ZnSnS4 и провести рентгенофазовый анализ, 
подтверждающий результаты синтеза. В настоящей 
работе были исследованы температурные зависимо-
сти электропроводности поликристаллических образ-
цов Cu2ZnSnS4. Анализ этих зависимостей показыва-
ет, что поведение сопротивления образца Cu2ZnSnS4 
в температурном интервале 60-180 K подчиняется 
механизму прыжковой проводимости Мотта с пере-
менной длиной прыжка.

Часть результатов приведенных в настоящей 
работе была получена в рамках выполнения Государ-
ственного задания 2.3309.2011.
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Разбавленные магнитные полупроводники 
(РМП), представляя собой неупорядоченные магнит-
ные системы, обнаруживают переход в фазу спино-
вого стекла, образование антиферромагнитных кла-
стеров, демонстрируют интересные фотомагнитные, 
магнитооптические эффекты и особенности в явле-
ниях переноса. Многокомпонентность этих соедине-
ний позволяет варьировать их основные параметры 
в широких пределах путем изменения состава твёр-
дых растворов [1-3].

Монокристаллы (Cd1-x-yZnxMny)3As2 (x + y = 0,4, 
0 ≥ y ≥ 0,08) были получены модифицированным ме-
тодом Бриджмена. Методом рентгенофазового анали-

за установлено, что все исследованные образцы были 
однофазными и имели тетрагональную сингонию, 
пр.гр. P42/nmc.

На основании результатов исследования темпера-
турных зависимостей электропроводности и коэффи-
циента Холла нами были рассчитаны концентрации 
и подвижности носителей заряда для всех исследо-
ванных образцов в магнитном поле 1 Тл.

При температуре 77 К, в магнитном поле 1 Тл, 
наблюдается смена знака коэффициента Холла, что 
указывает на переход от дырочной к электронной 
проводимости уже при содержании Mn y = 0,02, 
а увеличение его дальнейшей концентрации приво-
дит к росту концентрации свободных электронов n от 
1,4·1016 см–3 (y = 0,04) до 1,4·1018 см–3 (y = 0,08).

В ранее исследованных образцах 
(Cd1-x-yZnxMny)3As2 (x + y = 0,2, 0 ≥ y ≥ 0,08) 
и (x + y = 0,3, 0 ≥ y ≥ 0,08) смены знака носителей 
заряда с увеличением концентрации Mn не наблюда-
лось [4].
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Резкое изменение сопротивления ρ(T), сопрово-
ждающееся переходом парамагнетик-ферромагнетик 
(ПМ-ФМ), явилось одной из главных причин воз-
обновления интереса к перовскитным магнитам [1, 
2], в то время как ранние работы относятся к 1950-м 
годам [3, 4]. После открытия эффекта колоссально-
го магнетосопротивления (КМС), различные типы 
магнитного упорядочения [2, 5-7], переход металл-
диэлектрик [1-5], зарядовое упорядочение [8-10], фа-
зовое расслоение [11] интенсивно исследуются в ман-
ганитах и родственных материалах. Центральную 
роль в свойствах перовскитных манганитов играют 
механизмы двойного объема в комплексе Mn3+–O–
Mn4+ и эффект Яна-Теллера, связанный с присутстви-
ем ионов Mn3+ [3, 4, 12].

Частичное замещение La3+ на двухвалентные 
ионы (A = Ca, Sr, Ba, Pb) в легированных дырка-
ми манганитах La1-xAxMnO3 вызывает отклонение 
от 180° угла Mn-O-Mn и модификацию длин связи 
Mn–O в структуре перовскита и соотношение ионов 
Mn3+/Mn4+, что влияет на ферромагнитное упоря-
дочение, связанное с механизмом двойного обмена 
(ДО) [13]. Замещение ионов Mn3+ ионами Fe3+ [14-16] 
с радиусом, близким к радиусу Mn3+, воздействует на 
зарядовое упорядочение и двойное обменное взаимо-
действие. Считается, что механизм двойного обмена 
связанный с переносом заряда между ионами в це-


